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第二章では，高分解能電子顕微鏡法による Si 単結晶中の {113} 積層欠陥の構造解析について述べ，
その積層欠陥の成長端での原子配列モデルを提案した。
第三章では， Nd-Fe-B 焼結磁石の電子顕微鏡用試料作製法および観察における問題点とその対策に




逆磁区 (reverse domains) の核発生サイトのモデルを提案した。






















(4) Nd-Fe-B 焼結磁石の表面にNd を蒸着した後熱処理をすることにより保磁力が向上することに注
目し，磁化の履歴曲線の計調IJならびに蒸着界面の高分解能電子顕微鏡観察を行い，熱処理による
還元作用とそれによってもたらされるより均一な界面の形成が，保磁力向上をもたらしていると
推論しているO
以上のように本論文は，高分解能電子顕微鏡法の材料科学への応用という立場から，半導体の照射
欠陥と焼結磁石の粒界の構造について多くの新しい知見を与えており，応用物理学，特に，応用物性
学，材料科学などの分野の発展に貢献するところが大きし1。よって本論文は博士論文として価値ある
ものと認めるO
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